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Abstract (Basic) : EP 883171 A 

The procedure involves forming a large number of groups of 
connection zones (104) on a common support substrate (102) by a matrix 
technique. These correspond to each of the fixing zones of the 
integrated circuit chips. A chip (103) is fixed on to each zone, and 
each chip is electrically connected to the associated electrical 
connection zones (104). 

This allows the formation of a flat assembly (111) of connected 
chip - substrate units. The procedure includes a second stage of 
placing this assembly (111) in a mould (112) and injecting a coating 
material (106) into the mould. This allows formation of a 
parallelepiped block (117) in a single operation. In a final stage the 
parallelepiped box (117) is cut through its thickness in order to form 
a semiconductor casing structure. 

ADVANTAGE - Allows use of common system for encapsulating 
semiconductor chip circuits with common mould, reducing cost by using 
common system instead of various moulds. 
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(54) Procede de fabrication de boitiers semi-conducteurs comprenant un circuit integre 



(57) ProcSde de tabrication de boitiers semi-con- 
ducteurs comprenant respectivement un substrat, une 
pastille formant un circuit integre et fix6e sur une zone 
du substrat, des moyens de connexion 6lectrique reliant 
la pastille a un groupe de zones de connexion electrique 
exterieure situees sur une face du substrat, ainsi qu'un 
enrobage d'encapsulisation. Le precede" consiste a rea- 
liser de facon matricielle une multiplicite de groupes de 
zones de connexion (104a) sur une plaque commune 
de substrat (102), correspondant a autant de zones 
(109) de fixation de pastilles, a fixer une pastille (103) 
sur chaque zone (109) de fixation de la plaque commu- 



ne de substrat, a relier electriquement chaque pastille 
(103) aux zones (104a) de connexion 6lectrique asso- 
ciees, de facon a obtenir un assemblage (111) plaque 
de substrat-pastilles connectes. Le procede consiste, 
dans une seconde 6tape a disposer cet assemblage 
(111) dans un moule (1 1 2) et a injecter une matiere d'en- 
robage (106) dans le moule de facon a obtenir, en une 
seule operation de moulage, un bloc parall6l6pip6dique 
(117), puis, dans une etape ulterieure, a decouper ledit 
bloc parall6l6pip6dique (117) au travers de son §pais- 
seur en unites constituant chacune un boTtier semi-con- 
ducteur. 
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Description 

La presente invention concerne un procede de fa- 
brication de boTtiers semi-conducteurs comprenant res- 
pectivement un substrat, une pastille formant un circuit 
integre et fixe sur une zone du substrat, des moyens de 
connexion Electrique reliant la pastille a des zones de 
connexion Electrique extErieure situees sur une face du 
substrat, ainsi qu'un enrobage d'encapsulisation en re- 
sine. 

En principe et de fagon habituelle, les zones de con- 
nexion electrique extErieure et la pastille sont disposers 
de part et d'autre du substrat et I'enrobage enveloppe, 
d'un cote du substrat, la pastille et les moyens de con- 
nexion Electrique. 

Dans la technique de fabrication actuellement utili- 
sed, on realise individuellement I'enrobage de chacune 
des pastilles fixEes et connecters sur une plaque de 
substrat en disposant cette plaque dans un moule qui 
presente autant de cavites individuelles que de pas- 
tilles. Puis on coupe le substrat entre chaque enrobage. 
Cette solution necessite la fabrication, I'utilisation et le 
stockage d'autant de moules diffErents d'injection d'en- 
robage que Ton a de boitiers differents presentant des 
dimensions de pastilles diffErentes et des dispositions 
diffErentes de ces pastilles sur une plaque de substrat. 
De mEme, il faut disposer d'un outil de dEcoupe parti- 
culier attribue a chaque dimension de pastille et a cha- 
que dimension de plaque de substrat. 

Le but de la presente invention est de proposer un 
procede de fabrication de boitiers semi-conducteurs 
susceptibles de permettre des Economies de fabrication 
et d'obtenir une plus grande flexibility de production. 

Le procEdE selon ('invention est destinE a la fabri- 
cation de boitiers semi-conducteurs comprenant res- 
pectivement un substrat, une pastille formant un circuit 
integre" et fixEe sur une zone du substrat, des moyens 
de connexion electrique reliant la pastille a un groupe 
de zones de connexion Electrique extErieure situees sur 
une face du substrat, ainsi qu'un enrobage d'encapsu- 
lisation. 

Selon invention, le procEdE consiste a rEaliser de 
facon matricielle une multiplicity de groupes de zones 
de connexion sur une plaque commune de substrat, cor- 
respondant a autant de zones de fixation de pastilles, a 
fixer une pastille sur chaque zone de fixation de la pla- 
que commune de substrat, a relier Electriquement cha- 
que pastille aux zones de connexion Electrique asso- 
ciEes, de facon a obtenir un assemblage plaque de 
substrat-pastilles connects. Selon I'invention, le proce- 
de consiste, dans une seconde Etape, a disposer cet 
assemblage dans un moule et a injecter une matiere 
d'enrobage dans le moule de facon a obtenir, en une 
seule operation de moulage, un bloc parallElepipEdique, 
et, dans une etape ulterieure, a dEcouper ledit bloc pa- 
rallEIEpipEdique au travers de son Epaisseur en unite's 
constituant chacune un boTtier semi-conducteur. 

Selon une variante prEfErEe de ('invention, le pro- 



cede consiste a rEaliser la dEcoupe du bloc parallEIEpi- 
pEdique par sciage. 

Selon I'invention, le procEdE consiste de preference 
a coller le bloc parallEIEpipEdique sur une bande auto- 
5 collante pelable et a rEaliser ['operation de sciage en 
engageant la scie au travers du bloc au-dela de sa face 
collEe sur cette bande. 

Selon I'invention, le precede" consiste, de preferen- 
ce, a coller la face du bloc parallEIEpipEdique exempte 
10 de zones de connexion sur la bande autocollante. 

Selon ('invention, le procede consiste de preference 
a dEposer des billes ou boules en matEriau de soudage 
sur les zones de connexion. 

La presente invention sera mieux comprise a I'etu- 
15 de d'un procEdE de fabrication de boTtiers semi-conduc- 
teurs decrit a titre d'exemple non limitatif et illustre par 
le dessin sur lequel : 

la figure 1 reprEsente schEmatiquement une coupe 
20 transversale d'un boTtier semi-conducteur obtenu 

par le procEdE selon I'invention ; 

la figure 2 reprEsente une vue frontale dudit boitier ; 

la figure 3 montre schEmatiquement une premiere 

etape du procede selon I'inveniton et represente en 
2S coupe transversale une plaque de substrat munie 

de pastilles ; 

la figure 4 represente une vue frontale de la face de 
ladite plaque de substrat apposee aux pastilles , 
la figure 5 montre schEmatiquement une Etape sui- 

30 vante du procede selon I'invention et represente la- 
dite plaque de substrat munie de pastilles connec- 
ters electriquement par des fils ; 
la figure 6 montre schematiquement une etape sui- 
vante de I'invention consistant en Pencapsulisation 

35 dans un moule represente en coupe desdites pas- 
tilles et desdits fils ; 

la figure 7 reprEsente une vue arriere du bloc sor- 
tant dudit moule ; 

la figure 8 montre schEmatiquement une Etape sui- 
40 vante du procEdE selon I'invention et reprEsente 
une coupe transversale dudit bloc ; 
et la figure 9 montre schEmatiquement une Etape 
suivante du procEdE selon I'invention et reprEsente 
une coupe transversale dudit bloc lors d'une opera- 
45 tion de sciage de ce bloc. 

En se reportant aux figures 1 et 2, on voit qu'un boT- 
tier semi-conducteur parallEIEpipEdique, repErE d'une 
maniere gEnErale par la refErence 1 , obtenu par le pro- 

50 cEdE de fabrication qui va maintenant Etre dEcrit, com- 
prend un substrat plat 2 par exemple de contour carre, 
une pastille 3 fixee a une face 2a du substrat 2 grace a 
une couche mince de colle 3a, une multiplicity de zones 
4 de connexion Electrique extErieures rEparties sur la 

55 face 2b du substrat 2 opposee a sa face 2a, des moyens 
de connexion Electrique reliant sElectivement la pastille 
3 et les zones de connexion Electrique 4 et comprenant 
des fils de connexion Electrique 5 aboutissant au subs- 
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trat 2 et des connexions internes a ce substrat non re- 
presentees, ainsi qu'un enrobage en r6sine 6 d'encap- 
sufisation de la pastille 3 et des fils de connexion 5, cet 
enrobage 6 etant situe du cate de la face 2a du substrat 
2. En outre, le boitier semi-conducteur 1 est muni de 
gouttes ou boules de connexion 7 sur chacune des zo- 
nes de connexion electrique 4, en vue de la soudure et 
de la connexion electrique du boitier semi-conducteur 
1 par exemple aux pistes d'une plaque de circuit impri- 
me. 

En se reportant a la figure 4, on voit que le precede 
de fabrication decrit consiste a r6aliser, sur une face 
102a d'une plaque commune de substrat 1 02 rectangu- 
laire, une multiplicite de groupes 104 de zones de con- 
nexion electrique 1 04a et de moyens de connexion elec- 
trique traversant la plaque commune de substrats 102 
et relies aux zones 104a. 

Dans I'exemple represents, les groupes 104 sont 
disposes sous une presentation en forme de matrice sur 
la face 102a et sont au nombre de cinq dans le sens de 
la largeur de la plaque commune de substrat 102 et au 
nombre de vingt dans le sens de sa longueur, I'espace 
separant les groupes des cinquieme et sixieme ran- 
gees, dixieme et onzieme rangees et quinzieme et sei- 
zieme rangees dans le sens de la longueur de la plaque 
commune de substrat 102 etant plus large de maniere 
a former quatre ensembles 108 de vingt cinq groupes 
104 espaces de la longueur de la plaque commune de 
substrat 102. 

En se reportant a la figure 5, on voit que I'etape sui- 
vante du procede de fabrication decrit consiste a fixer 
une multiplicite de pastilles 1 03 respectivement sur des 
zones de fixation 1 09 de la face 1 02b de la plaque com- 
mune de substrat 102 opposed a sa face 102a, a I'aide 
de minces couches de colle 103a. Les pastilles 103 se 
trouvent alors disposers sous une presentation en for- 
me de matrice correspondant au travers de la plaque 
commune de substrat 102 aux groupes 104 de zones 
de connexion electrique 104a. 

En se reportant a la figure 5, on voit que I'etape sui- 
vante du procede de fabrication decrit consiste a relier 
selectivement les plots de connexion 110 des pastilles 
103 aux moyens de connexion de la plaque commune 
de substrat 1 02 en leur connectant les extremites de fils 
de connexion electrique 105 qui se trouvent ators en 
i'air, de facon a relier les plots de chaque pastille 103 
s6lectivement aux zones de connexion electrique 104 
des groupes 104 qui leur sont respectivement asso- 
ciees. On obtient alors un assemblage connecte repere 
d'une maniere generale par la reference 111, compre- 
nant la plaque commune de substrat 102 et les pastilles 
103 connectees comme decrit ci-dessus. 

Comme le montre la figure 6, I'etape suivante du 
procede de fabrication decrit consiste a disposer ('as- 
semblage 111 a I'interieur d'un moule d'injection 112 
comprenant une partie 113 qui presente une cavite 114 
recevant dans son epaisseur la plaque commune de 
substrat 102 et une partie 115 qui presente quatre cavi- 



tes 116 dans lesquelles s'etendent respectivement, a 
distance de ses parois, les pastilles 103 et les fils de 
connexion 105 correspondant des ensembles 108. 
Cette etape consiste ensuite a injecter a I'interieur 
5 de la cavite 116 une resine d'encapsulisation des pas- 
tilles 1 03 et des fils de connexion 1 05 de facon a obtenir 
en une seule operation de moulage quatre enrobagse 

106 contre la face 102a de la plaque de substrat 102. 
On obtient alors un bloc sensiblement paralieiepipedi- 

10 que rep6r6 d'une maniere gen6rale par la reference 1 1 7, 
a multipastilles 103 associees dans les enrobages 106 
a la plaque commune de substrat 102. 

En se reportant a la figure 5, on voit que dans une 
etape ulterieure le procede de fabrication decrit peut 

is consister a deposer une goutte ou boule de connexion 

1 07 sur chaque zone de connexion 1 04 de la face 1 02a 
de la plaque de substrat 102. 

En se reportant a la figure 9, on voit que I'etape sui- 
vante du procede de fabrication d6crit consiste a fixer 
la face 106a de I'enrobage 106 du bloc paralleiepipedi- 
que 1 07, opposee a la face 1 02a de la plaque commune 
de substrat 102 incluse dans ce bloc, sur un support 
plan 118 par I'intermediaire d'une bande pelable 119 a 
deux faces autocollantes. 

Puis, le procede de fabrication decrit consiste a 
couper longitudinalement et transversalement le bloc 
paralieiipipedique 107, dans le sens de son epaisseur, 
a I'aide d'une scie 120, le long des lignes de separation 
longitudinales et transversales 121 et 122 s'etendant 
entre lesdits differents groupes 104 de zones de con- 
nexion electrique 104a auxquelles sont respectivement 
associees les pastilles 103. Au coursde cette operation, 
la scie 120 est engagee au travers du bloc paralieiipi- 
pedique 107 au-deladesa face 106acoll6esurla bande 
1 1 9 de maniere a effectuer Poperation de decoupe com- 
pietement. 

Lorsque ('operation de decoupe par sciage ci-des- 
sus est eff ectuee, on peut alors decoller de la bande 1 1 9 
!es differents morceaux du bloc paralil6pipedique 117, 
chacun de ces morceaux correspondant a un boitier 
semi-conducteur 1 tel que decrit precedemment en re- 
ference aux figures 1 et 2. 

Le procede de fabrication qui vient d'etre decrit pre- 
sente I'avantage de pouvoir fabriquer dans un meme 
moule adapte pour recevoir une plaque commune de 
substrat 1 02 determinee, des boitiers semi-conducteurs 
1 de dimensions differentes. 

En effet, sur differentes plaques communes de 
substrat 102, on peut prevoir des nombres differents de 
groupes 104 de zones de connexion electrique 104a 
couvrant des surfaces differents, adaptees en corres- 
pondance aux dimensions des pastilles 1 03 associees, 
en les disposant comme dans I'exemple d6crit prece- 
demment, selon des matrices adaptees aux surfaces 
que lesdits groupes de zones de connexion et lesdites 
pastilles occupent. 

II conviendra alors d'adapter uniquement les distan- 
ces entre les differentes lignes 121 et 122 de decoupe 
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aux surfaces afin d'obtenir des boitiers semi-conduc- 
teurs dont le pourtour pr6sente des dimensions souhai- 
tees. 



Revendications 

1. Precede" de fabrication de boitiers semi-conduc- 
teurs (1) comprenant respectivement un substrat, 
une pastille formant un circuit int6gre et fix6e sur 10 
une zone du substrat, des moyens de connexion 
electrique reliant la pastille a un groupe de zones 

de connexion electrique ext6rieure situ6es sur une 
face du substrat, ainsi qu'un enrobage d'encapsu- 
lisation, caracterise par le fait qu'il consiste : is 

a r^aliser de facon matricielle une multiplicite 
de groupes (104) de zones de connexion 
(104a) sur une plaque commune de substrat 
(102), correspondant a autant de zones (109) 20 
de fixation de pastilles, 

a fixer une pastille (103) sur chaque zone (109) 
de fixation de la plaque commune de substrat, 
a relier 6lectriquement chaque pastille (103) 
aux zones (104a) de connexion electrique as- 25 
soci6es, de facon a obtenir un assemblage 

(111) plaque de substrat-pastilles connects, 

et qu'il consiste, dans une seconde etape : 

30 

a disposer cet assemblage (111) dans un moule 

(1 1 2) et a injecter une matiere d'enrobage (106) 
dans le moule de facon a obtenir, en une seule 
operation de moulage, un bloc parallelepipedi- 
que (117) pr6sentant d'un c6t6 (edit substrat, 35 
a deposer des billes ou boules (107) en mate- 
rtau de soudage sur les zones de connexion 

(1 04a) du substrat (1 02) opposees a la matiere 
d'enrobage moul6e (106), 
et a ddcouper ledit bloc parall6l6pip6dique *o 
(117) au travers de TSpaisseur dudit substrat 
(102) et de la matiere d'enrobage (106) en uni- 
tes constituant chacune un boitier semi-con- 
ducteur (1). 

45 

2. Procede selon la revendication 1 , caracterise par le 
fait qu'il consiste a r6aliser la dScoupe dudit bloc 
paralteiepipedique (117) par sciage (120). 

3. Procede" selon Tune des revendications 1 et 2, ca- so 
racterise par le fait qu'il consiste a coller la face 
(106a) dudit bloc parall6l6pip6dique (117) exempte 

de zones de connexion et opposes auxdites billes 
de connexion (107) sur une bande autocollante pe- 
lable ( 1 1 9) et a r6aliser l'op6ration de sciage en en- ss 
gageant la scie (120) au travers du bloc (117) au- 
dela de sa face coltee sur ladite bande (119). 
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FIG.3 
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FIG.4 
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FIG.4 
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FIG.7 
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FIG.8 
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